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L'invention concerne un panneau a plasma comprenant deux dalles 
menageant entre elles un espace etanche qui est rempli de gaz de decharge et 
qui est partitionne en cellules de decharge delimitees entre ces dalles par des 
5 barrieres formant un reseau, et au moins deux reseaux d'electrodes disposees 
de maniere a ce que chaque cellule soit traversee par une electrode de chaque 
reseau. 

Le document WO/46832-FUJITSU decrit, notamment a la figure 15 
reproduite aux figure 1 et 2 ci-apres, un panneau a plasma de ce type ou le 
10 reseau de barrieres delimitant les cellules 1 comprend : 

- une serie de barrieres etroites 2, continues, paralleles et orientees selon 
une premiere direction, 

- et une serie de barrieres epaisses 3, discontinues, paralleles et orientees 
selon une deuxieme direction perpendiculaires a la premiere. 

15 Les barrieres etroites delimitent ici des colonnes de cellules et les 

barrieres epaisses delimitent des lignes de cellules. 3 

Au niveau de chaque cellule 1, chaque barriere epaisse 3 est interrompue 
par une echancrure 4, 4' s'etendant sur toute la hauteur de la barriere ; cette 
echancrure est positionnee sur un plan de symetrie de la cellule qui est 

20 parallele a la direction des colonnes. 

Dans un tel panneau a plasma, les versants des barrieres 2, 3 et le fond 
des cellules 1 sont generalement recouverts d'une couche de luminophores 
destines a emettre de la lumiere visible, generalement rouge, verte, ou bleue, 
sous Texcitation du rayonnement emis par les decharges de plasma dans ces 

25 cellules. 

Dans un tel panneau a plasma, Tagencement des pixels est generalement 
organise de maniere a ce que : 

- les cellules adjacentes de la merne colonne qui sont delimitees par des 
barrieres epaisses soient dotees de luminophores de la meme couleur 

30 d'emission, 

- les cellules adjacentes de la meme ligne qui sont delimitees par des 
barrieres etroites soient dotees de luminophores de couleurs d'emission 
diffe rentes. 
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Ces luminophores sont generalement appliques en pate liquide par 
exemple par serigraphie ou par injection (« dispensing » en langue anglaise) : 
lors de I'application de cette pate, on fait alors defiler la racle de serigraphie ou 
la seringue d'injection dans la direction des colonnes, de sorte que, entre 
5 chaque cellule, un depot de luminophores risque de se produire inutilement au 
sommet des barrieres epaisses ; des tels depots risquent de generer des 
phenomenes de diaphotie entre les cellules ; grace aux echancrures 4, 4', on 
parvient a limiter ces dep6ts inutiles et genants. Ces echancrures permettent 
egalement de faciliter le pompage du panneau, c'est a dire ('elimination du gaz 

10 entre les dalles avant remplissage par le gaz de decharge, ce qui est 
particulierement utile lorsque les barrieres ne sont pas poreuses. 

De telles echancrures presentent cependant des- inconvenients, 
notamment celui de creer egalement des diaphoties puisque les cellules sont 
moins isolees les unes des autres qu'en I'absence d'echancrures. II convient 

15 done de limiter la largeur de ces echancrures, ce qui limite leur efficacite pour 
eviter des depots malencontreux de luminophores au sommet des barrieres 
epaisses. 

Un objectif de I'invention consiste a proposer des structures de barrieres 
mieux adaptees pour eviter les risques de diaphotie. 

20 A cet effet, I'invention a pour sujet un panneau a plasma comprenant deux 

dalles menageant entre elles un espace etanche qui est rempli de gaz de 
decharge et qui est partitionne en cellules de decharge qui sont delimiters entre 
ces dalles par des barrieres formant un reseau et qui sont reparties en lignes et 
en colonnes, caracterise en ce que la portion de barriere qui separe deux 

25 quelconques cellules adjacentes de la meme colonne comprend une cavite qui 
est menagee dans I'epaisseur de ladite barriere et qui debouche au sommet de 
ladite barriere. 

On entend par sommet la surface des barrieres qui est au contact de Tune 
des dalles sans etre solidaire de cette dalle ; la surface des barrieres qui est au 
30 contact de I'autre dalle est generalement solidaire de cette dalle et forme la 
base des barrieres. 

Cette cavite est de preference centree sur un plan de symetrie de la 
colonne de cellules; cette cavite est de preference approximativement 
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cylindrique et la generatrice du cylindre est perpendiculaire aux dalles ; la 
section du cylindre peut presenter une forme de carre, de losange, de 
polygone, de cercle, d'ellipse, ou tout autre forme adaptee. 

Lignes et colonnes peuvent etre interverties sans se departir de 
5 ('invention. 

Le panneau a plasma selon I'invention comprend de preference au moins 
deux reseaux d'electrodes disposees de maniere a ce que chaque cellule soit 
traversee par une electrode de chaque reseau ; ces reseaux d'electrodes sont 
generalement portes par Tune et/ou I'autre des dalles ; de preference, les 

10 versants des barrieres sont couverts, au moins partiellement, de luminophores, 
et les cavites sont remplies, au moins partiellement, de luminophores ; 

Grace a I'invention, on parvient a eviter, plus efficacement que dans Tart 
anterieur, que Ie sommet des barrieres dotees de cavites ne soit couvert de 
luminophores lorsqu'on utilise des procedes classiques d'application, comme la 

15 serigraphie ou ('injection ; en effet, lors de ['application des luminophores sur les 
parois des barrieres et sur la dalle sur laquelle ces barrieres reposen.tr les 
luminophores qui se deposent sur les sommets des barrieres s'ecoulent dans 
les cavites, puisque ces cavites debouchent par les sommets des barrieres. 
Comme on evite ainsi le depot de luminophores sur les sommets des barrieres, 

20 on ameliore la regularity du contact entre les sommets des barrieres et la- dalle 
qui s'appuie sur ces sommets, ce qui limite les risques de diaphotie. 

De preference, la profondeur desdites cavites est superieure ou egale au 
tiers de la hauteur des barrieres. La hauteur des barrieres correspond 
generalement a la distance entre les dalles. 

25 De preference, la largeur maximale des cavites mesuree dans la direction 

des lignes est superieure ou egale a 50 jam. 

Selon une premiere variante, chaque cavite presente des parois laterales 
qui Tisolent au moins de Tune des cellules adjacentes et qui s'etendent jusqu'au 
niveau du sommet des barrieres. On limite ainsi davantage les risques de 

30 diaphotie, puisque les cellules adjacentes sont isolees les unes des autres. 

De preference, ces parois laterales isolent la cavite des deux cellules 
adjacentes ; les cavites pratiquees dans I'epaisseur des barrieres sont alors 
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fermees sur tout le pourtour de leur parois et ne communiquent pas avec les 
cellules adjacentes. 

Selon une seconde variante, ladite portion de barriere comprend 
egalement une echancrure mettant en communication les deux dites cellules au 
5 travers de ladite cavite. 

Les cavites pratiquees dans I'epaisseur des barrieres sont alors ouvertes 
et communiquent par ces echancrures avec les cellules adjacentes ; une telle 
disposition facilite encore I'application des luminophores tout en limitant 
cependant les risques de diaphotie, notamment si ces luminophores comblent 
0 les echancrures. Si la porosite des barrieres est superieure ou egale a 25%, la 
largeur des echancrures est de preference inferieure a 60 j^m. 

De preference, la largeur maximale des cavites mesuree dans la direction 
des lignes est superieure ou egale a deux fois la largeur des echancrures 
mesuree selon la meme direction. 
5 De maniere generale, les dimensions et la forme des cavites et, le cas 

echeant, des echancrures, sont adaptees d'une maniere connue en elle-meme 
aux conditions duplication des luminophores, pour limiter les risques de 
diaphotie ; on entend notamment par conditions duplication , les conditions de 
mise en ceuvre de la methode utilisee et les caracteristiques physico-chimique 
de la pate de luminophore, notamment sa viscosite. 

De preference, la hauteur des barrieres est superieure ou egale a 120 |am. 

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va 
suivre, donnee a titre d'exemple non limitatif, et en reference aux figures 
annexees sur lesquelles : 

- les figures 1 et 2, deja decrites, sont des schemas en perspective de 
reseaux de barrieres avec echancrures de Part anterieur ; 

- les figures 3 et 4 sont des schemas selon la meme perspective que les 
figures 1 et 2 de reseaux de barrieres avec cavites et sans echancrures 
selon une premiere famille de modes de realisation de l'invention ; 

- les figures 5 et 6 sont des schemas selon la meme perspective que les 
figures 1 et 2 de reseaux de barrieres avec cavites et avec echancrures 
selon une deuxieme famille de modes de realisation de l'invention ; 
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- la figure 7 est une vue partielle de dessus d'un reseau de barrieres avec 
differehtes formes de cavites, sans echancrures dans la partie gauche, 
avec echancrures dans la partie droite. 

5 Afin de simplifier la description et de faire apparaitre les differences et 

avantages que presente I'invention par rapport a I'etat anterieur de la technique, 
on utilise des references identiques pour les elements qui assurent les memes 
fonctions. 

10 On va maintenant decrire une methode de fabrication d'un panneau a 

plasma selon I'invention, dote ici de cellules disposees en lignes et en colonnes 
rectilignes, en precisant notamment la fabrication de la dalle portant le reseau 
de barrieres egalement rectilignes, ici la dalle arriere. 

On part d'une dalle en verre sodocalcique 254 mm x 162 mm X;3mm 
15 dotee d'un reseau d'electrodes formees par des conducteurs d'argent, lui- 
meme revetu d'une couche dielectrique classique cuite a 540°C. 

On va maintenant decrire la fabrication d'un reseau de barrieres sur cette 
dalle de maniere a obtenir : 

- une serie de barrieres paralleles 2, continues, d'epaisseur 60 a 70 \xm, 
20 pour separer les colonnes, reparties selon un pas de 360 j^m ; f - 

- et une serie de barrieres paralleles 3, d'epaisseur 220 a 230 jam, dotees 
de cavites, pour separer les lignes, reparties selon un pas de 1080 jam. 

Chacune des cellules ainsi delimitee par ces barrieres presente une forme 
rectangulaire de dimension 850 fim x 190 (im environ. 

25 

On prepare une pate destinee a former, apres application et sechage sur 
la dalle, une couche crue de barriere comprenant 4% en poids de liant 
organique, 5% en poids de liant mineral a base de fritte vitrifiable, et le solde en 
charge minerale a base d'alumine ; on applique ensuite par serigraphie six 
30 couches superposees de cette pate sur la dalle, chaque passe etant suivie d'un 
sechage a 105°C ; on obtient alors une dalle dotee d'une couche crue de 
barriere, d'epaisseur 155 jam. 
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On va maintenant decrire la formation par abrasion du reseau de barrieres 
dans I'epaisseur de cette couche crue : 

On applique d'abord sur cette couche un masque de protection presentant 
des ouvertures ou motifs a I'endroit des cellules et des cavites a creuser par 
abrasion dans I'epaisseur de la couche crue ; ce masque est forme d'une 
maniere connue en elle-meme par photolithographie d'un film organique 
elastique depose sur la couche crue ; les motifs du masque sont adaptes d'une 
maniere connue en elle-meme a la forme et a la taille des barrieres et des 
cavites a obtenir. 
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Pour la formation des barrieres et des cavites dans I'epaisseur des 
barrieres, on projette sur le masque un materiau abrasif a I'aide d'une buse a 
. ? fente, lineaire 200 mm ; comme materiau. abrasif, . on utilise une poudre 
metallique commercialisee par la Societe FUJI, referencee S9 grade 1000; 
pendant ('operation de projection dite de « sablage », la buse de sablage est 
15 maintenue a 10 cm environ de la dalle, se deplace le long des barrieres a 
former a la vitesse de 50 mm/min. environ, et la dalle crue en cours de sablage 
se deplace dans une direction perpendiculaire a celle des barrieres a la vitesse 
de 65 mm/min. ; la pression de sablage est de I'ordre de 0,04 MPa. 

On elimine ensuite le masque par projection d'une solution aqueuse a 
20 35°C contenant 1 % de soude (NaOH) ; apres ringage a I'eau et sechage sous 
couteau d'air a 50°C, on obtient une dalle dotee d'un reseau de barrieres crues 
de hauteur de I'ordre de 150 jam. 

Selon les motifs pratiques dans le masque, on obtient une dalle dotee d'un 
reseau de barrieres tel que represents aux figures 3 a 6 : 
25 - avec des cavites cylindriques de section carree 51 aux figures 3 et 5, 

- avec des cavites cylindriques de section circulaire ou elliptique 52 aux 
figures 4 et 6, 

- sans echancrures mettant en communication les cellules d'une meme 
colonne aux figures 3 et 4, 

- avec echancrures de section rectangulaire 4 mettant en 
communication les cellules d'un meme colonne aux figures 5 et 6, ou, 
notamment, la largeur maximale des cavites mesuree dans la direction 



30 
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des lignes est superieure ou egale a 120 jam, alors que la largeur des 
echancrures mesuree selon la meme direction est de I'ordre de 40 jum. 
La profondeur des cavites menagees dans I'epaisseur des barrieres 
depasse 50 |im et peut atteindre la totalite de la hauteur des barrieres. 

5 

On va maintenant decrire Tapplication des luminophores par injection 
directe (« dispensing » en langue anglaise). 

On prepare des pates de luminophores ayant des viscosites de I'ordre de 
3 Pa.s en dispersant 30 g de luminophores en poudre dans 70 g d'une solution 
10 cellulosique; on prepare une pate pour chaque couleur primaire, rouge, vert et 
bleu. 

Pour deposer les couches crues de luminophores sur les versants des 
barrieres crues et le fond des cavites, on procede de la maniere suivante : 

- utilisation d'une tete d'injection disposant d'une multitude d'orifjces calibres 
15 de diametre 50 pm disposes au pas de 1080 fim correspondant : a la 

distance entre deux zones de meme couleur (3 x 360 (am) ou, pour faciliter 
la realisation d'une telle tete, a un multiple de ce pas ; 

- injection en continu de la pate lors du defilement de cette tete dans la 
direction des colonnes ; interruption du flux de pate, deplacement lateral de 

20 la tete dans la direction des lignes jusqu'au niveau de la verticale des 
cellules susceptibles de recevoir fa meme pate mais qui ne sont pas encore 
remplies du fait d'une largeur limitee de la tete d'injection ; reprise du meme 
procede d'injection en continu de la pate lors du balayage de cette tete dans 
la direction des colonnes sur une nouvelle zone de la dalle, ces operations 

25 etant renouvelees avec la meme pate jusqu'au traitement complet de la 
dalle. 

On renouvelle ces operations pour chaque couleur primaire en utilisant le 
meme procede mais avec une tete decalee d'un pas de colonne (360 ^m) pour 
la seconde couleur et d'un autre pas pour la troisieme couleur. 
30 - sechage a 120°C apres depot des trois couleurs. 

Grace aux cavites 51 ou 52 menagees dans I'epaisseur des barrieres, au 
moment du passage de la tete d'injection au dessus du sommet des barrieres 
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8 

separant les lignes, la pate de luminophore s'ecoule dans les reservoirs formes 
par ces cavites sans laisser de residus significatifs aux sommets des barrieres, 
ce qui permettra d'obtenir ulterieurement un bon contact entre le sommet des 
barrieres et la face avant et de limiter, de ce fait, les risques de diaphotie entre 
5 cellules. 
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Selon une variante, on peut appliquer ces memes luminophores par 
serigraphie directe d'une pate de luminophores dans les cellules formees entre 
les barrieres. On procede alors comme suit : 

- utilisation d'un ecran de serigraphie comprenant une toile metallique a 120 
fils par cm etancheifiee par une emulsion photosensible a I'exception de 
bandes de largeur 90^m. situees dans les zones ou doit etre transferee la 
pate, c'est a dire disposees selon un pas de 1080 (3 x 360 jam) 
correspondant a la distance entre deux colonnes consecutives de cellules 

15 de meme couleur ; 

- serigraphie directe d'une des pates de luminophores au travers de cet 
ecran, c'est a dire avec transfert de la pate localise dans les zones ou la 
toile metallique n'est pas etancheifiee ; 

- sechage 120°C 

20 On renouvelle ces operations pour chaque couleur primaire en utilisant le 

meme ecran qui est decale dans la direction des lignes du pas de colonne (360 
urn) pour la seconde couleur et d'un autre pas pour la troisieme couleur. 

Comme pour les depdts par dispensing, grace aux cavites 51 ou 52 
menagees dans I'epaisseur des barrieres, au moment du passage des racles 

25 de serigraphie au dessus du sommet des barrieres separant les lignes, la pate 
de luminophore s'ecoule dans les reservoirs formes par ces cavites sans laisser 
de residus significatifs aux sommets des barrieres ; on limite de ce fait les 
risques de diaphotie entre cellules. En outre pour ces depdts par serigraphie, la 
presence d'echancrures 4, selon les modes de realisation represents aux 

30 figures 5 et 6, apporte un avantage supplemental car ces echancrures evitent 
une rupture du flux de pate lors du passage des racles au dessus des barrieres 
epaisses separant les lignes, ce qui permet un remplissage plus facile et plus 
regulier des cellules par la pate de luminophores. 
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Dans le cas ou le materiau des barrieres n'est pas poreux, notamment si 
sa porosite est inferieure a 2% environ, on a avantage a utiiiser des 
echancrures 4 de largeur suffisamment elevee, de preference superieure a 60 
p, de maniere a ce que les luminophores ne comblent pas ces echancrures 
5 sur toute leur hauteur lorsqu'on applique la pate de luminophores ; ainsi, 
I'ouverture restante dans ces echancrures permettra de faciliter le pompage du 
panneau apres assemblage des deux dalles. 

Dans le cas ou le materiau des barrieres est poreux, notamment quand ce 
materiau presente une porosite moyenne superieure ou egale a 25% comme 

10 decrit dans le document WO 02/052602, la porosite des barrieres permet de 
faciliter le pompage du panneau et il est alors inutile de conserver une 
.ouverture dans les echancrures apres application des luminophores ; il est au 
contraire avantageux de retrouver, apres application des luminophores, une 
structure gaufree fermee, tout en ayant profite de la structure partiellement 

15 ouverte pour le transfer! : en effet, la presence de reservoirs formes par les 
cavites creusees dans I'epaisseur des barrieres permettant a elle seule d'eviter 
les surepaisseurs en sommet de barrieres, il est ainsi possible en limitant la 
largeur des echancrures, notamment en 6ega de 60 pm, et en profitant des 
forces capillaires, d'obtenir le comblement quasiment complet de\ ces 

» * 

20 echancrures par la pate de luminophores. D'une part, on evite de ce fait les 

"'V 

communications entre cellules et done les risques de diaphotie, d'autre part on 
optimise remission lumineuse du fait d'une couverture plus complete de 
luminophores sur les parois des cellules qui est uniquement localisee dans les 
zones de la dalle qui ne seront pas masquees par le reseau noir de la dalle 
25 avant qui sera positionne face au sommet des barrieres, notamment des 
barrieres epaisses separant les lignes. 

On obtient alors une dalle arriere, qui est dotee d'un reseau de barrieres 
crues dont les versants, entre autres surfaces, sont revetus d'une couche crue 
de luminophores. 

30 On procede ensuite a la cuisson de I'ensemble de la dalle ; pendant la 

cuisson, la temperature maximum est de 480°C ; cette temperature maximale 
est maintenue pendant environ 30 minutes. 
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On obtient une dalle dotee d'un reseau de barrieres cuites revetue de 
luminophores ; les barrieres obtenues ici sent poreuses et les dimensions des 
barrieres cuites sont inchangees par rapport a celles des barrieres crues ; la 
porosite ouverte de ces barrieres est de I'ordre de 30%. 
5 Selon une variante de I'invention, en utilisant d'autres formulations 

connues de materiaux de barrieres, on peut realiser sur la dalle un reseau de 
barrieres de faible porosite. 

Pour obtenir un panneau de visualisation a plasma selon I'invention, on 
assemble, sur la dalle selon I'invention prealablement dotee d'un joint de 

10 scellement classique, une dalle avant classique generalement dotee d'un 
reseau noir d'amelioration du contraste, on scelle les deux dalles par traitement 
thermique a 400°C, on evacue Tair contenu entre les dalles par pompage, on 
remplit le panneau de gaz de decharge sous faible pression, et on scelle 
I'ouverture de pompage. 

15 Sans se departir de I'invention et en reference a la figure 7, on peut 

envisager d'autres formes de cavites : outre la section carree 51 et la section 
circulaire 52 deja decrites, on trouve sur cette figure une autre section carree 53 
orientee differemment, une section hexagonale 54, avec ou sans echancrures 
4 ; on trouve egalement une forme 55 permettant de menager des echancrures 

20 4 qui se retrecissent lorsqu'on se rapproche des cellules adjacentes. 

La presente invention s'applique a tout type de panneau a plasma dont les 
cellules sont compartimentees par des barrieres dont les versants sont 
couverts, au moins partiellement, de luminophores ; ces panneaux a plasma 
peuvent etre de type coplanaire, de type matriciel, ou encore a excitation 

25 radiofrequence ou micro-onde. 
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REVENDICATIONS 

1. - Panneau a plasma comprenant deux dalles menageant entre elles un 
espace etanche qui est rempli de gaz de decharge et qui est partitionne en 

5 cellules de decharge qui sont delimitees entre ces dalles par des barrieres 
formant un reseau et qui sont reparties en lignes et en colonnes, caracterise en 
ce que la portion de barriere (3) qui separe deux quelconques cellules 
adjacentes de la meme colonne comprend une cavite (51 ; 52) qui est menagee 
dans I'epaisseur de ladite barriere et qui debouche au sommet de ladite 
10 barriere. 

2. - Panneau a plasma selon la revendication 1 caracterise en ce que la 
profondeur desdites cavites est superieure ou egale au tiers de la hauteur 
desdites barrieres. 

15 

3. - Panneau a plasma selon Tune quelconque des revendications 1^ou 2 
caracterise en ce que la largeur maximale des cavites mesuree dans la 

direction desdites lignes est superieure ou egale a 50 jam. *, 

* 

/V. 
I 

20 4.- Panneau a plasma selon Tune quelconque des revendications 4 a 3 

caracterise en ce que ladite cavite presente des parois laterales qui Tisolent au 
moins de Tune desdites cellules adjacentes et qui s'etendent jusqu'au niveau du 
sommet desdites barrieres. 

25 5.- Panneau a plasma selon Tune quelconque des revendications 1 a 3 

caracterise en ce que ladite portion de barriere (3) comprend egalement une 
echancrure (4) mettant en communication les deux dites cellules au travers de 
ladite cavite. 

30 6.- Panneau a plasma selon la revendication 5 caracterise en ce que la 

largeur maximale des cavites mesuree dans la direction desdites lignes est 
superieure ou egale a deux fois la largeur des echancrures mesuree selon la 
meme direction. 
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7.- Panneau a plasma selon Tune quelconque des revendications 
precedentes caracterise en ce que la hauteur desdites barrieres est superieure 
ou egale a 120 |nm. 
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